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 Si昇華法 1)によって形成された Si面 SiC基板上大面積エピタキシャルグラフェンは、その特性から超高

速電子デバイス、透明電極、ファンデルワールス基板など様々な応用が期待されている。これまで我々は

均一な大面積グラフェン層の成長についての研究に取り組んできた。これまで形成された Si面 SiC基板上

エピタキシャルグラフェン層は、昇華温度によって欠陥密度が変化することを明らかにしている。 

 そこで今回、我々は欠陥の少ないグラフェンを得るため、グラフェン形成時の昇華温度と形成されたグ

ラフェンの結晶性との関係を明らかにすることを目的に実験を行った。 

本実験では大面積で比較的均一な温度分布を得ることが可能だと考えられる RF誘導加熱法により、Ar

雰囲気中 1気圧のもとで昇華温度を 1500~1800℃と変化させながらグラフェンを形成した。また、昇華温

度によって層数を 3層に固定してグラフェンを形成し結晶性を比較した。結晶性はラマン散乱分光法を用

いて評価した 2,3)。 

  図 1及び図 2に各昇華温度で形成されたグラフェンのラマンスペクトル及び ID/IG比を各々示す。図 2

より各形成温度において FWHMG’がほほ同じことから、形成したグラフェンの層数もほぼ同じであること

が分かる。一方、図 3より各昇華温度における ID/IG比は高温になるほど小さくなっていることから、高温

になるほど欠陥密度は小さくなることが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 1. 各昇華温度におけるグラフェンのラマンスペクトル          図 2. 各昇華温度における ID/IG比 
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